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Figure 1: Schematischer Aufbau einer 
ICP-RIE-Anlage 

Aluminiumoxid (Al2O3) wird häufig 
eingesetzt als Gate Dielektrikum In 
Feldeffekttransistoren, da es sich um 
ein High-k-Dielektrikum mit einer 
großen Bandlücke handelt. Mithilfe 
der Atomic Layer Deposition (ALD) 
lassen sich hoch-qualitative 
Dünnschichten mit einer Dicke von 
10nm aufwachsen. Diese Al2O3-
Dünnschichten weisen eine hohe 
chemische, sowie aufgrund der 
hohen Mohs-Härte auch hohe 
mechanische Festigkeit auf, wodurch 
eine nachfolgende Strukturierung 
ohne eine Beschädigung der sich 
darunter befindlichen Strukturen 
erschwert wird. 

Ziel dieser Abschlussarbeit ist die
Entwicklung eines neuen induktiv 
unterstützten RIE-Prozesses zur 
zielgenauen Strukturierung von Al2O3-
Dünnschichten. Hierbei sollen
insbesondere das Isotropieverhalten, 
die Selektivität gegenüber anderen 
Materialien, wie Siliziumdioxid, 
Silizium oder Titannitrid untersucht 

 

Figure 2: Layout eines 
Dünnschichttransistors auf Basis von 
amorphem Silizium (a-Si) 

werden. Im weiteren Verlauf können die Verwendung von 
schützenden Bufferlayern, sowie die Verwendung einer 
Endpunktdetektion mittels Laserinterferometrie getestet werden. 

S D

G a-Si

SiO 
2

TiN
Al2O3

 


